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3. Суть розробки, основні результати. 
укр.  

Використовуючи аналітичні вирази для часів релаксації імпульсу і енергії 
при різних механізмах розсіяння, зроблені оцінки динамічних властивостей 
тринітридних сполук (InN, GaN, AlN) у сильних електричних полях. 
Розраховані поле-температурні залежності, функції заселеності долин і поле-
швидкісні характеристики в сильному полі для нітридів з різними 
модифікаціями кристалічної решітки (кубічної та гексагональної). 
Результати розрахунків співставлені з наявними експериментальними 
даними і розрахунками інших авторів. Розроблено програми моделювання 
електрофізичних та схемних параметрів модульовано легованих 
гетеротранзисторів з квантовими точками, вбудованими в канал з 
двовимірним електронним газом. Показано, що такі транзистори мають вищі 
концентрації двовимірних електронів та їх рухливість, що обумовлено як 
електронами гетеропереходу, так і електронами, інжектованими з квантових 
точок. Розроблено модель польового транзистора на основі вуглецевих 
нанотрубок. Створено програми моделювання двобар’єрного резонансно-
тунельного діоду з високолегованими нанометровими шарами 
напівпровідникових сполук, засновані на узгодженому розв’язку рівнянь 
Шредінгера та Пуассона для огинаючої хвильової функції. 

  
рос. 

 
Используя аналитические выражения для времен релаксации импульса и 

энергии при разных механизмах рассеяния, сделаны оценки динамических 
свойств тринитридных соединений (InN, GaN, AlN) в сильных 
электрических полях. Рассчитаны поле-температурные зависимости, 
функции заселенности долин и поле-скоростные характеристики в сильном 
поле для нитридов с разными модификациями кристаллической решетки 
(кубической и гексагональной). Результаты расчетов сопоставлены с 
имеющимися экспериментальными данными и расчетами других авторов. 
Разработаны программы моделирования электрофизических и схемных 



параметров модулировано легированных гетеротранзисторов с квантовыми 
точками, встроенными в канал с двумерным электронным газом. Показано, 
что такие транзисторы имеют более высокие концентрации двумерных 
электронов и их подвижность, что обусловлено как электронами 
гетероперехода, так и электронами, инжектированными из квантовых точек. 
Разработана модель полевого транзистора на основе углеродных 
нанотрубок. Созданы программы моделирования двухбарьерного 
резонансно-туннельного диода с высоколегированными нанометровыми 
слоями полупроводниковых соединений, основанные на согласованном 
решении уравнений Шредингера и Пуассона для огибающей волновой 
функции.  

 
англ. 

 
Estimations for the dynamical properties of tree-nitrides compounds (InN, GaN, 

AlN) were obtained, using semi-analytical expressions for momentum and energy 
mean free times in strong fields. Field-temperature dependences, occupation of the 
valleys, velocity-field charactistics in strong fields with different modifications of 
crystal lattice (cubic and hexagonal) were calculated. These results were compared 
with existent experimental data, calculated by other authors. Simulation programs, 
calculating electrophysicals and schematic parameters of the modulation doped 
heterotransistors with quantum dots, built into the channelwith 2D electron gas 
were developed. It was shown that such transistors shows enhanced 2D electrons 
concentration and mobility due to electrons, injecting from heterojunction as well 
as electrons from quantum dots. Model of field effect transistor with nanotubes 
were developed as well. Simulation programs for resonant-tunneling diode (RTD) 
were developed. They based on self-consistent Shcrodinger-Poisson equations for 
envelope function and allow modeling RTD with nano-sized layers of 
semiconductor compounds, formed RTD. 

Theoretical results of investigation were adopted into educational process in 
special courses “Physics of electrons processes”, “Nanoelectronics fundamentals”, 
“Ultra-high-speed electron devices”. Two Ph.D. theses were prepared and passed 
to specialized Academic Senate. Technical solution were developed and passed to 
such enterprises as “Saturn”, “Orion”, “Mirrad” (all are Kiev enterprises). 
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5. Порівняння зі світовими аналогами.  



Результати досліджень відповідають досягненням світового рівня, а за 
деякими параметрами їх перевищують. 

6. Економічна привабливість для просування на ринок. 
Використання результатів досліджень може суттєво підвищити 

адекватність моделювання і тим самим значно скоротити процес і вартість 
розробки надшвидкодіючих електронних компонентів. Економічні 
розрахунки не проводились. 
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